SMY52

ﬂmﬁ—ﬂ ~—65205 Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
i Firma: RFT

max 30
min 5

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanat

‘ typu P normalnie wylaczony) w obudowie pla-
; stykowej z zabezpieczajaca dioda scalona, ciezar
B /A okolo 0,3 G

;‘ 75~ Zastosowanie: uklady cyfrowe

Typy podobne: MEMS517 (GI)
8 G 4
4 4 o
; j
L‘j Lj! Y S Rys. 1-1064. SMY52
WartosSci charakterystyczne!?
min typ max

—1Ip 20 mA przy —Ups =2V, —Ugs=10V, —Usp =0
—Ip 50 mA | przy —Ups =10V, —Uzgs =10V

—Ur 3 v przy Ups = Ugs, —Usp =0, —I, = 10 pA
—Igss 10 wA przy —Ups =0, —Ugs =31V, —Usp =0
—Iss 0,20 wA | przy —Ups=0, —Usgs =20V, —Usp =0
—Ipss 10 wA przy —Ups =31V, —Ugs =0, —Usp =0
—Ipss 0,20 wA przy —Ups =20V, —Ugs =0, —Usp=0
—Isps 0,20 wA przy —Ugg =15V, —Upg =0, —Usgp=0
—Cyss 38 pF przy —Ups =0, —Ugs =0, —Usg =0
V21 —12,5 mS przy —Ups = —Ugs =10V, f=1 kHz
Rps 35 Q przy —I, =100 pA, —Ugs =20V

WartoSci graniczne

—Ups max 31+--0,3 v —Ipar max 120 mA
—Ugs max 31+--0,3 \'% I ik 1 mA
—UpG max 31+-03 v Igsm max 2 mA
—UgB max 15+-0,3 v Pyot max 3000 | mW
— UGB max 31+--0,3 A% tets —40=+125 °C
—UpB max 31+--0,3 A% tamb —25++85 °C
—Ip max 60 mA

D tamb = 25°C
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Rys. 1-1065. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy Rys. 1-1066. Charakterystyka wejsciowa
strat od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1067. Charakterystyki wyj$ciowe Rys. 1-1068. Zaleznos¢ rezystancji Rpg od

napiecia bramki



